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(57)【要約】
【課題】　プロセス中で発生した欠陥と、疑似欠陥とを
区別することができない。
【解決手段】　プロセスに起因する欠陥と、他の疑似欠
陥とを切り分けるための切り分けサイズが、切り分けサ
イズ記憶部(21)に記憶される。欠陥の情報が、欠陥情報
記憶部(17)に記憶される。処理装置が、画像データに基
づいて、ウエハ表面上の欠陥を検出し、欠陥の情報を、
欠陥情報記憶部に記憶させる。ウエハ表面の欠陥検出を
行うべき範囲の全域について欠陥検出処理が終了する前
に、一部の範囲について検出された欠陥のサイズと、前
記切り分けサイズ記憶部に記憶されている切り分けサイ
ズとを比較し(SB3)、該切り分けサイズ以上の大きさの
欠陥が検出されている場合には、前記出力装置から検査
装置異常であることを知らせる警報を出力させ(SB5)、
該切り分けサイズ以上の大きさの欠陥が検出されていな
い場合には、未だ欠陥検出処理が行われていない範囲に
ついて欠陥検出処理を行う(SB6)。
【選択図】　図５
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　プロセスに起因する欠陥と、プロセスに起因しない疑似欠陥とを切り分けるための欠陥
のサイズである切り分けサイズを記憶する切り分けサイズ記憶部と、
　検査対象であるウエハの表面の画像データを取得する画像データ取得装置と、
　検出された複数の欠陥の情報を記憶する欠陥情報記憶部と、
　検査結果を出力する出力装置と、
　処理装置と
を有し、
　前記処理装置は、
　前記画像データ取得装置で取得された画像データに基づいて、ウエハ表面上の欠陥を検
出し、
　検出された欠陥の情報を、前記欠陥情報記憶部に記憶させ、
　ウエハ表面の欠陥検出を行うべき範囲の全域について欠陥検出処理が終了する前に、一
部の範囲について検出された欠陥のサイズと、前記切り分けサイズ記憶部に記憶されてい
る切り分けサイズとを比較し、該切り分けサイズ以上の大きさの欠陥が検出されている場
合には、前記出力装置から検査装置異常であることを知らせる警報を出力させ、該切り分
けサイズ以上の大きさの欠陥が検出されていない場合には、未だ欠陥検出処理が行われて
いない範囲について欠陥検出処理を行う欠陥検査装置。
【請求項２】
　ウエハ１枚あたり、欠陥情報を蓄積することができる欠陥の数の上限値である蓄積可能
数を記憶する蓄積可能数記憶部をさらに有し、
　前記制御装置は、
　欠陥検出処理の対象となった範囲の広さと、前記蓄積可能数記憶部に記憶されている蓄
積可能数とに基づいて、欠陥検出処理の対象となった範囲内で検出された欠陥のうち、欠
陥情報を蓄積すべき欠陥の数の上限値である抽出上限数を算出し、
　検出された欠陥の数が前記抽出上限数を超えている場合には、欠陥検出処理の対象とな
った範囲内で検出された欠陥から、前記抽出上限数分の欠陥を抽出し、抽出された欠陥の
情報を前記欠陥情報記憶部に記憶させ、抽出されなかった欠陥の情報を廃棄する請求項１
に記載の欠陥検査装置。
【請求項３】
　検査対象であるウエハの表面が、優先度の異なる複数の領域に区分されており、
　ウエハ表面内の位置と優先度とを対応付ける優先度位置情報を記憶する優先度位置情報
記憶部をさらに有し、
　前記制御装置は、
　検出された欠陥から、抽出上限数分の欠陥を抽出する際に、検出された欠陥の位置に対
応付けられている優先度に基づいて、欠陥を抽出する請求項２に記載の欠陥検査装置。
【請求項４】
　相対的にパターン密度の密な領域が疎な領域よりも、前記優先度が高くなるように、優
先度の異なる複数の領域に区分されており、
　前記制御装置は、相対的に優先度の高い領域内で検出された欠陥から抽出する確率が、
優先度の低い領域内で検出された欠陥から抽出する確率よりも高くなるように、欠陥を抽
出する請求項３に記載の欠陥検査装置。
【請求項５】
　前記制御装置は、
　抽出された欠陥の欠陥情報に基づいて、クラスタ欠陥の有無を判定し、
　クラスタ欠陥があると判定された場合には、クラスタ欠陥の面積及び位置に基づいて、
ウエハの裏面検査、ウエハの周辺無効領域の検査、またはベベル検査を実行する指示を、
前記出力装置に出力する請求項２乃至４のいずれか１項に記載の欠陥検査装置。
【請求項６】
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　ウエハ表面内の欠陥を検出する工程と、
　欠陥検出を行うべき全域について欠陥検出処理が完了する前に、一部の範囲で検出され
た欠陥の各々について、当該欠陥のサイズに基づいて、プロセスに起因する欠陥か、プロ
セスに起因しない疑似欠陥かを切り分ける工程と、
　検出された欠陥に、前記疑似欠陥と判定されたものがある場合には、欠陥検出処理を停
止させる工程と、
　検出された欠陥に、前記疑似欠陥と判定されたものが無い場合には、欠陥検出処理が行
われていない範囲について、ウエハ表面内の欠陥を検出する前記工程を繰り返す工程と
を有する欠陥検査方法。
【請求項７】
　半導体ウエハの表面に、電子回路パターンを形成する工程と、
　前記電子回路パターンが形成された半導体ウエハの表面内の欠陥を検出する工程と、
　欠陥検出を行うべき全域について欠陥検出処理が完了する前に、一部の範囲で検出され
た欠陥の各々について、当該欠陥のサイズに基づいて、プロセスに起因する欠陥か、プロ
セスに起因しない疑似欠陥かを切り分ける工程と、
　検出された欠陥に、前記疑似欠陥と判定されたものがある場合には、欠陥検出処理を停
止させる工程と、
　検出された欠陥に、前記疑似欠陥と判定されたものが無い場合には、欠陥検出処理が行
われていない範囲について、ウエハ表面内の欠陥を検出する前記工程を繰り返す工程と
を有する半導体装置の製造方法。
【請求項８】
　検査対象であるウエハの表面において、欠陥検出処理を中断する位置情報を記憶する検
査中断位置情報記憶部と、
　検査対象であるウエハの表面の画像データを取得する画像データ取得装置と、
　検出された複数の欠陥の情報を記憶する欠陥情報記憶部と、
　検査結果を出力する出力装置と、
　処理装置と
を有し、
　前記処理装置は、
　前記検査中断位置情報記憶部に記憶されている位置情報で規定される中断位置まで、前
記画像データ取得装置で画像データを取得し、
　取得された前記画像データに基づいて、ウエハ表面上の欠陥を検出し、
　検出された欠陥の情報を、前記欠陥情報記憶部に記憶させ、
　検出された欠陥を、プロセスに起因する欠陥と、プロセスに起因しない疑似欠陥とに分
類し、分類結果に基づいて、前記中断位置よりも後方の領域の欠陥の検出処理を再開する
か否かを判定する欠陥検査装置。
【請求項９】
　検査対象であるウエハの表面の光学像を取得する光学顕微鏡を、さらに有し、
　前記処理装置は、検出された欠陥の位置情報に基づいて、前記光学顕微鏡により欠陥検
出位置の光学像を取得し、
　取得された光学像に基づいて、プロセスに起因する欠陥と、プロセスに起因しない疑似
欠陥とに分類する請求項８に記載の欠陥検査装置。
【請求項１０】
　疑似欠陥率の判定基準値を記憶する疑似欠陥率判定基準値記憶部を、さらに有し、
　前記処理装置は、検出された欠陥の総個数に対する疑似欠陥の個数の割合を、前記疑似
欠陥率判定基準値記憶部に記憶された判定基準値と比較し、比較結果に基づいて、前記中
断位置より後方の領域の欠陥の検出処理を再開するか否かを判定する請求項８または９に
記載の欠陥検査装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
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【０００１】
　本発明は、欠陥検査装置及び欠陥検査方法、並びにこの欠陥検査方法を経て製造される
半導体装置の製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　半導体集積回路素子の製造工程において、露光や位置合わせの不具合によるパターン欠
陥や、ウエハ表面へのパーティクルの付着による欠陥の検査が行われる（特許文献１、２
）。欠陥検査装置の記憶容量に依存して、欠陥情報を蓄積できる欠陥の数には制限がある
。欠陥検出中に、検出された欠陥数がこの制限を超えた場合には、そこで欠陥検出処理が
停止してしまう。このため、ウエハ全面に亘る欠陥の情報を取得することができない。
【０００３】
　ウエハ内の１チップ当りの欠陥検出上限値を予め設定しておく方法が公知である（特許
文献３）。この方法によると、検出された欠陥数が上限値に達した時点で、当該チップの
検査を中止し、隣のチップの検査に移行する。このため、ウエハ内の全てのチップについ
て検査を行うことが可能である。
【０００４】
【特許文献１】特開２００２－２２８６０６号公報
【特許文献２】特開２００５－１０１２２４号公報
【特許文献３】特開２００４－２８１４８２号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　一般に、ウエハ表面の画像データと基準画像データとを比較することにより、またはウ
エハ表面の同一パターンを有する２つの領域の画像データを比較することにより欠陥の検
出が行われる。欠陥検査装置の調整不良により、画像データのアライメント精度が低下す
ると、プロセス中で欠陥が発生していないにも関わらず、検査時における位置ずれが欠陥
として検出されてしまう場合がある。このような欠陥を「疑似欠陥」と呼ぶこととする。
従来の装置では、プロセス中で発生した欠陥と、疑似欠陥とを区別することができない。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記課題を解決するための欠陥検査装置は、
　プロセスに起因する欠陥と、プロセスに起因しない疑似欠陥とを切り分けるための欠陥
のサイズである切り分けサイズを記憶する切り分けサイズ記憶部と、
　検査対象であるウエハの表面の画像データを取得する画像データ取得装置と、
　検出された複数の欠陥の情報を記憶する欠陥情報記憶部と、
　検査結果を出力する出力装置と、
　処理装置と
を有し、
　前記処理装置は、
　前記画像データ取得装置で取得された画像データに基づいて、ウエハ表面上の欠陥を検
出し、
　検出された欠陥の情報を、前記欠陥情報記憶部に記憶させ、
　ウエハ表面の欠陥検出を行うべき範囲の全域について欠陥検出処理が終了する前に、一
部の範囲について検出された欠陥のサイズと、前記切り分けサイズ記憶部に記憶されてい
る切り分けサイズとを比較し、該切り分けサイズ以上の大きさの欠陥が検出されている場
合には、前記出力装置から検査装置異常であることを知らせる警報を出力させ、該切り分
けサイズ以上の大きさの欠陥が検出されていない場合には、未だ欠陥検出処理が行われて
いない範囲について欠陥検出処理を行う。
【０００７】
　上記課題を解決するための欠陥検査方法は、
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　ウエハ表面内の欠陥を検出する工程と、
　欠陥検出を行うべき全域について欠陥検出処理が完了する前に、一部の範囲で検出され
た欠陥の各々について、当該欠陥のサイズに基づいて、プロセスに起因する欠陥か、プロ
セスに起因しない疑似欠陥かを切り分ける工程と、
　検出された欠陥に、前記疑似欠陥と判定されたものがある場合には、欠陥検出処理を停
止させる工程と、
　検出された欠陥に、前記疑似欠陥と判定されたものが無い場合には、欠陥検出処理が行
われていない範囲について、ウエハ表面内の欠陥を検出する前記工程を繰り返す工程と
を有する。
【０００８】
　この検査方法を利用して、半導体装置を製造することができる。
【発明の効果】
【０００９】
　欠陥検出が終了する前に、疑似欠陥の有無が判定されるため、調整不良の検査装置を用
いて無駄な検査が繰り返されることを防止できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１０】
　以下、図面を参照しながら、実施例を説明する。
【実施例１】
【００１１】
　図１に、実施例１による欠陥検査装置のブロック図を示す。欠陥検査装置は、入力装置
１０、出力装置１１、画像データ取得装置１２、処理装置１３、及び記憶装置１４を含む
。入力装置１０を通して、操作者が欠陥検査装置に必要なデータを入力する。検査結果及
び各種警報が、出力装置１１から出力される。画像データ取得装置１２は、検査対象であ
る半導体ウエハの表面の画像データを取得する。画像データ取得装置１２には、明視野方
式を利用したもの、暗視野方式を利用したもの等が用いられる。記憶装置１４は、欠陥検
出に用いられる種々のデータを記憶するための領域、検査結果を蓄積するための領域等が
確保されている。
【００１２】
　図２Ａに、検査対象である半導体ウエハ３０の平面図を示す。半導体ウエハ３０の表面
に、行列状に配置された複数のチップが画定されている。例えば、１つのチップが、欠陥
を検出する単位領域３１となる。欠陥を検出する単位となる領域を、「欠陥検出区画」と
呼ぶこととする。
【００１３】
　図２Ｂに示すように、チップ内に電子回路パターンが形成されている。例えば、ＳＲＡ
ＭセルＣ１～Ｃ４の各々が、６個のＭＯＳトランジスタＴ１～Ｔ６を含む。ＭＯＳトラン
ジスタＴ３、Ｔ４のゲート電極が図の横方向に伸びてワード線３２を構成する。なお、検
査対象の半導体ウエハ３０に形成された電子回路パターンは、ＳＲＡＭの他に、ＤＲＡＭ
、ロジック回路等でもよい。
【００１４】
　図３に、１つの欠陥検査区画３１内の電子回路パターンのレイアウトの一例を示す。欠
陥検査区画３１内に、メモリセル領域３５が画定されている。メモリセル領域３５以外の
領域は、ロジック回路領域３８である。メモリセル領域３５内のパターンは、ロジック回
路領域３８内のパターンに比べて密である。このため、より小さな欠陥でも、電子回路の
動作に大きな影響を与える。従って、メモリセル領域３５内における欠陥検出の優先度を
、ロジック回路領域３８内における欠陥検出の優先度よりも高くすることが好ましい。
【００１５】
　このように、欠陥検出区画３１内に、欠陥検出の優先度が相対的に高い領域Ｐｒ１と、
優先度が相対的に低い領域Ｐｒ２が画定されている。図３に示した例では、メモリセル領
域３５を優先度の高い領域Ｐｒ１とし、ロジック回路領域３８を優先度の低い領域Ｐｒ２
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としたが、その他の情報に基づいて優先度を決定してもよい。例えば、パターンの粗密の
程度によって優先度を決定することが好ましい。
【００１６】
　なお、優先度を高低の２つに分類する代わりに、高中低の３つに分類してもよいし、そ
れ以上の数に分類してもよい。
【００１７】
　図１に戻って説明を続ける。記憶装置１４に、検査レシピ記憶部１５、欠陥情報蓄積可
能数記憶部１６、欠陥情報蓄積部１７、欠陥抽出上限数記憶部１８、優先度位置情報記憶
部１９、優先度ごとの欠陥の重み付け情報記憶部２０、切り分けサイズ記憶部２１、クラ
スタ欠陥面積しきい値記憶部２２等が確保される。
【００１８】
　検査レシピ記憶部１５には、半導体ウエハの製品種別ごと、及び工程ごとに、検査レシ
ピが記憶されている。欠陥情報蓄積部１７に、検出された欠陥情報が記憶される。欠陥情
報蓄積部１７の容量が有限であるため、蓄積することができる欠陥情報の数（蓄積可能数
）が制限される。半導体ウエハ１枚当りの蓄積可能数が、欠陥情報蓄積可能数記憶部１６
に記憶される。
【００１９】
　実施例１においては、１枚の半導体ウエハ当りの蓄積可能数のみならず、１つの欠陥検
出区画３１当り抽出すべき欠陥の上限数が決められる。この上限数が、欠陥抽出上限数記
憶部１８に記憶される。
【００２０】
　優先度位置情報記憶部１９に、ウエハ表面内の位置と優先度とを対応付ける優先度位置
情報が記憶される。具体的には、１つの欠陥検出区画３１内の優先度の高い領域Ｐｒ１と
、優先度の低い領域Ｐｒ２との位置を規定する情報が記憶されている。例えば、検出され
た欠陥の位置から、その欠陥が優先度の高い領域Ｐｒ１内のものか、優先度の低い領域Ｐ
ｒ２内のものかを判定することができる。優先度ごとの重み付け情報記憶部２０に、優先
度の高い領域Ｐｒ１内の欠陥と、優先度の低い領域Ｐｒ２内の欠陥とに付与される重み付
け情報が記憶される。
【００２１】
　切り分けサイズ記憶部２１に、プロセス異常で発生する欠陥と疑似欠陥とを切り分ける
ための切り分けサイズ、例えば面積が記憶される。処理装置１３は、画像データ取得装置
１２で得られた画像データに基づいて、２つの画像データを比較することにより欠陥の検
出を行う。例えば、一方の画像データは欠陥の存在しない理想的な基準画像データであり
、他方の画像データは、実際に半導体ウエハの表面の画像データである。または、半導体
ウエハ上の同一パターンを持つ２つの領域の画像データ同士を比較してもよい。
【００２２】
　２つの画像データを比較する際に、位置ずれが生じると、２つの画像データの間に差が
生じ、この差が欠陥（疑似欠陥）として検出される。疑似欠陥の大きさは、一般的に、プ
ロセス異常で発生する欠陥よりも著しく大きい。切り分けサイズ記憶部２１に、通常のプ
ロセス異常で発生する欠陥の最大のサイズよりも大きく、一般的な疑似欠陥のサイズより
も小さい値が記憶される。検出された欠陥のサイズと、切り分けサイズ記憶部２１に記憶
されている切り分けサイズとを比較することにより、欠陥が、プロセス異常で発生したも
のか、疑似欠陥かを切り分けることができる。
【００２３】
　クラスタ欠陥面積しきい値記憶部２２には、下限しきい値と上限しきい値とが記憶され
る。
【００２４】
　図４に、欠陥検査を行う前の準備段階のフローチャートを示す。検査レシピ記憶部１５
及び欠陥情報蓄積可能数記憶部１６には、装置の初期設定時に、必要な情報が記憶される
。
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【００２５】
　ステップＳＡ１において、操作者が、入力装置１０から、プロセス起因の欠陥と疑似欠
陥とを切り分けるための切り分けサイズを入力する。入力された切り分けサイズは、切り
分けサイズ記憶部２１に記憶される。
【００２６】
　ステップＳＡ２において、操作者が、検査装置の欠陥情報蓄積可能数から、１つの欠陥
検出区画３１当りの欠陥抽出上限数を決定する。操作者は、決定した欠陥抽出上限数を、
入力装置１０から入力する。入力された値が、欠陥抽出上限数記憶部１８に記憶される。
なお、操作者が入力する代わりに、１枚のウエハ当りの欠陥情報蓄積可能数から、１つの
欠陥検出区画３１当りの欠陥抽出上限数を自動計算するようにしてもよい。例えば、欠陥
情報蓄積可能数を、欠陥検出区画３１の数で除した結果を、１つの欠陥検出区画３１当り
の欠陥抽出上限数としてもよい。例えば、１枚のウエハ当りの欠陥情報蓄積可能数が１２
０，０００個であり、１枚のウエハ内に、６００個の欠陥検出区画３１が画定されている
場合、１つの欠陥検出区画３１当りの欠陥抽出上限数は２００になる。
【００２７】
　ステップＳＡ３において、欠陥検出区画３１内を、優先度の高い領域と優先度の低い領
域とに区分する。操作者は、その結果を、入力装置１０から入力する。入力された情報が
、優先度情報記憶部１９に記憶される。
【００２８】
　ステップＳＡ４において、優先度ごとに欠陥の重み付けを行う。一例として、優先度の
高い領域Ｐｒ１内の欠陥と、優先度の低い領域Ｐｒ２内の欠陥の重み付けを９：１とする
。操作者は、重み付けの値を、入力装置１０から入力する。入力された値が、重み付け情
報記憶部２０に記憶される。この重み付け情報は、検出された欠陥から一部の欠陥を抽出
する際に利用される。
【００２９】
　なお、これらの情報は、検査レシピの一部として、検査レシピ記憶部１５に予め記憶さ
せておいてもよい。
【００３０】
　図５に、実施例１による欠陥検査方法のフローチャートを示す。図５に示された各ステ
ップは、制御装置１３により実行される。
【００３１】
　ステップＳＢ１において、検査対象の半導体ウエハの画像データを取得し、一部の欠陥
検出区画３１、例えば１つの欠陥検出区画３１を対象にして、欠陥検出処理を行う。なお
、１つではなく、複数の欠陥検出区画３１を対象にして、欠陥検出処理を行ってもよい。
例えば、１スワス（１行）分または２スワス分の欠陥検出区画３１について、欠陥検出処
理を行ってもよい。
【００３２】
　図６に、検出された欠陥を、そのサイズで分類したヒストグラムの一例を示す。横軸は
欠陥のサイズを単位「μｍ２」で表し、縦軸は欠陥の個数を表す。
【００３３】
　ステップＳＢ２において、検出された欠陥の数が、欠陥の抽出上限数よりも多いか否か
を判定する。ここで、欠陥検出処理の対象となった欠陥検出区画３１の数が１個の場合に
は、比較の基準となる抽出上限数は、欠陥抽出上限数記憶部１８に記憶されている値と等
しい。欠陥検出処理の対象となった欠陥検出区画３１の数がｎ個の場合には、比較の基準
となる抽出上限数は、欠陥抽出上限数記憶部１８に記憶されている値のｎ倍になる。より
一般的には、欠陥検出処理の対象となった範囲の広さ（欠陥検出区画３１の個数）と、蓄
積可能数記憶部１６に記憶されている蓄積可能数とに基づいて、抽出上限数が算出される
。
【００３４】
　検出された欠陥数が抽出上限数よりも多い場合には、ステップＳＢ３が実行され、検出



(8) JP 2010-21511 A 2010.1.28

10

20

30

40

50

された欠陥数が抽出上限数以下の場合には、ステップＳＢ６が実行される。
【００３５】
　ステップＳＢ３において、検出された欠陥の中に、切り分けサイズ記憶部２１に記憶さ
れている切り分けサイズ以上の欠陥が存在するか否かを判定する。切り分けサイズは、例
えば２０μｍ２に設定される。図６において、ハッチを付した部分に分類されている欠陥
のサイズが、切り分けサイズ以上のものである。切り分けサイズ以上の大きさの欠陥が検
出されている場合には、ステップＳＢ５において、出力装置１１から警報を出力し、欠陥
検査を終了する。
【００３６】
　切り分けサイズ以上の大きさの欠陥が検出されているということは、欠陥検出のための
２つの画像データの位置合わせ不良が発生していることを意味する。一般に、位置合わせ
不良が発生すると、膨大な数の疑似欠陥が検出される。欠陥検出が行われていない欠陥検
出区画３１について欠陥検出処理をこのまま続けると、膨大な数の疑似欠陥が検出されて
しまう。このため、検出された欠陥数が、欠陥情報蓄積可能数を超えてしまい、検査が停
止してしまう。
【００３７】
　警報が出力されると、操作者は検査装置の再調整を行う。警報を出力して、位置合わせ
不良の発生を操作者に知らせることにより、無駄な検出動作を行うことを防止できる。
【００３８】
　ステップＳＢ３において、切り分けサイズ以上の大きさの欠陥が検出されていないと判
定された場合には、ステップＳＢ４において、検出された欠陥から一部の欠陥を抽出し、
抽出された欠陥の情報を、欠陥情報蓄積部１６に蓄積する。抽出されなかった欠陥の情報
は、欠陥情報蓄積部１６に蓄積することなく廃棄する。ステップＳＢ４の詳細については
、後に図７を参照して説明する。
【００３９】
　ステップＳＢ６において、全ての欠陥検出区画３１について欠陥検出処理が終了したか
否かを判定する。欠陥検出処理が行われていない欠陥検出区画３１が残っている場合には
、ステップＳＢ１に戻って、欠陥検出処理の行われていない欠陥検出区画３１について処
理を続行する。全ての欠陥検出区画３１について欠陥検出処理が終了した場合には、ステ
ップＳＢ７において検査結果の判定を行う。ステップＳＢ７の詳細については、図８を参
照して後に説明する。
【００４０】
　図７に、図５のフローチャートのステップＳＢ４の詳細なフローチャートを示す。まず
、ステップＳＣ１において、検出された全ての欠陥の個数、優先度の位置情報、及び優先
度ごとの重み付け情報に基づいて、優先度ごとの欠陥抽出上限数を算出する。優先度の高
い領域Ｐｒ１からの欠陥抽出上限数と、優先度の低い領域からの欠陥抽出上限数との合計
は、図５のステップＳＢ２で用いた抽出上限数と等しい。優先度の高い領域からは、優先
度の低い領域に比べてより大きな確率で欠陥が抽出されるようにする。以下、抽出の具体
例について説明する。
【００４１】
　重み付け情報記憶部２０に記憶されている重み付け情報が、（優先度の高い領域）：（
優先度の低い領域）＝９：１であるとする。また、欠陥検出区画３１当りの欠陥抽出上限
数が２００、欠陥検出対象となった欠陥検出区画３１の個数が１個、実際に検出された欠
陥が７００個であるとする。検出された欠陥のうち、優先度の高い領域Ｐｒ１内のものが
５００個、優先度の低い領域Ｐｒ２内のものが２００個であるとする。優先度の高い領域
Ｐｒ１の重み付けが優先度の低い領域Ｐｒ２の重み付けの９倍であるため、優先度の高い
領域Ｐｒ１から抽出される欠陥の個数と、優先度の低い領域Ｐｒ２から抽出される欠陥の
個数との比率を、（５００×９）：（２００×１）とする。また、抽出される欠陥の総数
は２００とする。すなわち、優先度の低い領域Ｐｒ２からの欠陥抽出数を９個とし、優先
度の高い領域Ｐｒ１からの欠陥抽出数を１９１個とする。
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【００４２】
　ステップＳＣ２において、検出された欠陥から、ステップＳＣ１で算出された数だけの
欠陥を抽出する。抽出された欠陥の情報を、欠陥情報蓄積部１６に蓄積し、抽出されなか
った欠陥の情報を廃棄する。
【００４３】
　この方法によると、１つの欠陥検出区画３１当り、欠陥情報蓄積部１７に蓄積される欠
陥情報の数が、欠陥抽出上限数以下になる。このため、半導体ウエハ３０の検査中に、欠
陥情報蓄積部１７に蓄積される欠陥情報が蓄積可能数を超えることがない。従って、１枚
の半導体ウエハ３０の全ての欠陥検出区画３１について、欠陥情報を取得することができ
る。
【００４４】
　従来は、検査途中であっても、検出された欠陥の数が欠陥情報蓄積可能数に達した時点
で検査が停止していた。このため、半導体ウエハの一部の領域についての欠陥情報は得ら
れるが、欠陥検出処理を行っていない領域については、欠陥情報が全く得られなかった。
上記実施例１では、検査途中段階で、一部の欠陥情報が廃棄される場合もあるが、全ての
欠陥検出区画３１について欠陥情報を取得することができる。
【００４５】
　また、優先度に基づいて欠陥の抽出を行うことにより、一部の欠陥情報を廃棄すること
による検査精度の低下を抑制することができる。
【００４６】
　図８に、図５のフローチャートのステップＳＢ７の詳細なフローチャートを示す。まず
、ステップＳＤ１において、クラスタ欠陥の有無を判定する。クラスタ欠陥が無い場合に
は、ステップＳＤ７において、欠陥情報を出力装置１１から出力する。クラスタ欠陥が有
る場合には、ステップＳＤ２において、クラスタ欠陥の面積を算出する。ここで、「クラ
スタ欠陥の面積」とは、欠陥が集合している領域の面積を意味する。例えば、図９Ａに示
した例おいては、クラスタ欠陥４０が観察され、図１０Ａに示した例においては、クラス
タ欠陥４５が観察される。
【００４７】
　ステップＳＤ３において、クラスタ欠陥の面積が、クラスタ欠陥面積しきい値記憶部２
２に記憶されている下限しきい値以下か否かを判定する。クラスタ欠陥の面積が下限しき
い値以下の場合には、ステップＳＤ４において、出力装置１１を通して、操作者に裏面検
査指示を促す。その後、ステップＳＤ７において、欠陥情報を出力する。
【００４８】
　例えば、図９Ａに、クラスタ欠陥４０の面積が下限しきい値以下の場合を示す。この場
合、図９Ｂに示すように、半導体ウエハの裏面の、クラスタ欠陥に対応する部位４１に異
物が付着していることにより、フォトリソグラフィ工程でフォーカス不良が発生している
場合が多い。操作者は、出力装置１１から裏面検査が指示されると、検査対象の半導体ウ
エハの裏面の該当部位に、パーティクルの付着があるか否かを検査する。
【００４９】
　ステップＳＤ３において、クラスタ欠陥の面積が下限しきい値以下ではなかった場合、
ステップＳＤ５において、クラスタ欠陥の面積が上限しきい値以上、かつクラスタ欠陥の
位置がウエハ周辺部か否かを判定する。クラスタ欠陥の面積が上限しきい値以上であり、
かつその位置がウエハ周辺部である場合、ステップＳＤ６において、ウエハ周辺部の検査
及びベベル検査を行うよう、出力装置１１を通して操作者に指示する。その後、ステップ
ＳＤ７において欠陥情報を出力する。
【００５０】
　例えば、図１０Ａに示したクラスタ欠陥４５が、ステップＳＤ５の条件を満たす。この
場合、欠陥発生の原因を特定するために、図１０Ｂに示したウエハ周辺の非使用領域５１
及びベベル領域５０の検査を行うことが有効である。ここで、「非使用領域５１」とは、
電子回路パターンが形成されるチップが割り当てられている有効領域５２よりも外側の平
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坦な領域を意味する。「ベベル領域５０」とは、ウエハ外周部において、平坦な表面と、
平坦な面に垂直な端面とを接続する斜めの面を意味する。
【００５１】
　このように、ウエハ裏面検査、周辺検査、ベベル検査等を操作者に促すことにより、操
作者の熟練度が十分ではない場合でも、適切な追加検査を行うことができる。
【実施例２】
【００５２】
　図１１に、実施例２による欠陥検査装置のブロック図を示す。図１に示した実施例１に
よる欠陥検査装置の記憶装置１４に、欠陥中断位置情報記憶部２３及び疑似欠陥率判定基
準値記憶部２４が追加されている。さらに、欠陥検査装置は、光学顕微鏡２５を含む。光
学顕微鏡２５は、処理装置１３からの制御により、半導体ウエハ上の指令された位置の光
学像を取得し、光学像データを処理装置１３に送信する。
【００５３】
　図１２に、実施例２の欠陥検査装置で検査される半導体ウエハ３０の平面図を示す。半
導体ウエハ３０の表面が、複数の欠陥検査区画３１に区分されている。欠陥検査区画３１
に、１から順番に通し番号が割り振られている。この番号順に欠陥検出処理が行われる。
例えば、欠陥検査区画３１が行列状に分布している場合、１行目の左から右に向かって、
順番に通し番号を割り振る。次に、２行目の右から左に向かって順番に通し番号を割り振
る。このように、奇数行目は、左から右に向かって順番に通し番号を割り振り、偶数行目
は右から左に向かって、順番に通し番号を割り振る。
【００５４】
　図１１に示した検査中断位置情報記憶部２３には、検査を中断する欠陥検出区画３１の
通し番号が記憶されている。検査を中断する欠陥検出区画３１の通し番号がＮであるとす
る。一例として、１からＮまでの欠陥検出区画３１の個数は、欠陥検査区画３１の総数の
１／３程度とする。
【００５５】
　図１３に、実施例２による欠陥検査方法のフローチャートを示す。まず、ステップＳＥ
１において、１番目の欠陥検出区画３１からＮ番目の欠陥検出区画３１までの欠陥検出区
画３１について、欠陥検出処理を実行する。検出された欠陥情報は、欠陥情報蓄積部１７
に記憶される。欠陥情報は、欠陥検出区画の通し番号、及び欠陥検出区画３１内の欠陥の
位置情報を含む。
【００５６】
　なお、欠陥検出処理を中断する位置情報として、欠陥検出区画３１の通し番号を用いる
代わりに、欠陥検出区画３１の行番号（スワス番号）を用いてもよい。この場合には、検
査中断位置情報記憶部２３には、行番号が記憶される。このように、検査中断位置情報記
憶部２３に記憶されるデータによって、半導体ウエハ３０の表面上の位置を直接指定して
もよいし、他の方法として、間接的に指定してもよい。例えば、欠陥検出区画３１の総個
数に対する比率により、中断位置を定義することも可能である。この場合には、指定され
た比率の個数分の欠陥検出区画３１について欠陥検出処理を行った時点で、検出処理を中
断する。
【００５７】
　ステップＳＥ２において、検出された欠陥の各々の光学像を取得する。光学像は、欠陥
の位置情報に基づいて、光学顕微鏡２５の観察位置の位置決めを行うことにより取得され
る。取得された光学像は、処理装置１３に入力される。
【００５８】
　処理装置１３は、光学像の各々について、その視野内に欠陥が存在するか否かを判定す
る。欠陥が存在する場合には、その欠陥をプロセスに起因する欠陥に分類する。光学像内
に欠陥が観察されない場合には、当該光学像の位置に検出された欠陥は、プロセスに起因
しない擬制欠陥に分類する。
【００５９】
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　ステップＳＥ３において、１番目の欠陥検出区画３１からＮ番目の欠陥検出区画３１ま
での領域内の疑似欠陥率を算出する。ここで、「疑似欠陥率」は、プロセス起因の欠陥と
疑似欠陥との合計の個数に対する疑似欠陥の個数の割合と定義される。算出された疑似欠
陥率を、判定基準値と比較する。判定基準値は、図１１に示した疑似欠陥率判定基準値記
憶部２４に記憶されている。例えば、判定基準値は５％とする。疑似欠陥率が判定基準値
以上である場合には、ステップＳＥ４を実行する。疑似欠陥率が判定基準値未満である場
合には、ステップＳＥ７を実行する。
【００６０】
　ステップＳＥ４において、１番目からＮ番目までの欠陥検出区画３１ごとに、疑似欠陥
率を算出する。疑似欠陥率が判定基準値を超えている欠陥検出区画３１を抽出する。以下
、疑似欠陥率が判定基準値を超えている欠陥検出区画を、「疑似欠陥多区画」という。疑
似欠陥多区画がクラスタ状に分布するか否かを判定する。例えば、疑似欠陥多区画が、縦
、横、または斜め方向に３個以上連続する場合には、クラスタ状であると判定する。それ
以外の場合には、クラスタ状に分布しないと判定する。
【００６１】
　疑似欠陥多区画の分布がクラスタ状ではないと判定された場合、すなわち疎らに分布す
る場合には、ステップＳＥ１で行った欠陥検出処理において、欠陥検出条件が適切ではな
かったために、疑似欠陥が欠陥として検出されてしまったと考えられる。このため、ステ
ップＳＥ５において欠陥検出条件を修正して、ステップＳＥ１に戻り、中断位置までの領
域について、欠陥検出処理を再実行する。
【００６２】
　欠陥検出条件には、例えば以下のようなものが含まれる。明視野方式で欠陥検出を行う
場合の条件には、光源の波長、差画像を求める前の画像データの有効輝度のしきい値等が
含まれる。暗視野方式で欠陥検出を行う場合の条件には、レーザの入射角、レーザパワー
、差画像を求める前の画像データの有効輝度のしきい値等が含まれる。
【００６３】
　ステップＳＥ５では、しきい値を自動的に高くして感度を低くするようにしてもよいし
、オペレータに条件再設定を促すようにしてもよい。
【００６４】
　ステップＳＥ４において、疑似欠陥多区画の分布がクラスタ状であると判定された場合
には、ステップＳＥ６において出力装置１１から警報を出力し、検査を終了する。疑似欠
陥多区画がクラスタ状に分布する場合には、欠陥検出感度が不適切なのではなく、装置自
体の不良であると考えられる。警報を出力して検査を終了させることにより、無駄な検査
の続行が防止される。
【００６５】
　ステップＳＥ３において疑似欠陥率が判定基準値未満であると判定された場合には、ス
テップＳＥ７において、中断位置よりも後方の領域、すなわちＮ＋１番目の欠陥検査区画
３１から通し番号が最後の欠陥検査区画３１までについて、欠陥検出処理を再開する。通
し番号が最後の欠陥検査区画３１まで検査が終了すると、ステップＳＥ８において、判定
処理を実行する。ステップＳＥ８の判定処理は、図５に示したステップＳＢ７の判定処理
を同一である。
【００６６】
　実施例２では、ステップＳＥ３において、欠陥検出処理の途中で処理を一旦中断し、疑
似欠陥率に基づいて、欠陥検出処理の妥当性を判定している。半導体ウエハ３０の全域の
欠陥検出処理を行った後に、検出処理が妥当ではないと判定される場合に比べて、欠陥検
出装置の無駄な処理時間を低減させることができる。
【００６７】
　また、ステップＳＥ３で、疑似欠陥率が判定基準値未満であると判定された場合には、
１番目の欠陥検出区画３１から欠陥検出処理を再開するのではなく、Ｎ＋１番目の欠陥検
出区画３１から再開するため、欠陥検出処理の重複実行を防止することができる。
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【００６８】
　以上実施例に沿って本発明を説明したが、本発明はこれらに制限されるものではない。
例えば、種々の変更、改良、組み合わせ等が可能なことは当業者に自明であろう。
【００６９】
　以上の実施例１～実施例２を含む実施形態に関し、更に以下の付記を開示する。
【００７０】
　（付記１）
　プロセスに起因する欠陥と、プロセスに起因しない疑似欠陥とを切り分けるための欠陥
のサイズである切り分けサイズを記憶する切り分けサイズ記憶部と、
　検査対象であるウエハの表面の画像データを取得する画像データ取得装置と、
　検出された複数の欠陥の情報を記憶する欠陥情報記憶部と、
　検査結果を出力する出力装置と、
　処理装置と
を有し、
　前記処理装置は、
　前記画像データ取得装置で取得された画像データに基づいて、ウエハ表面上の欠陥を検
出し、
　検出された欠陥の情報を、前記欠陥情報記憶部に記憶させ、
　ウエハ表面の欠陥検出を行うべき範囲の全域について欠陥検出処理が終了する前に、一
部の範囲について検出された欠陥のサイズと、前記切り分けサイズ記憶部に記憶されてい
る切り分けサイズとを比較し、該切り分けサイズ以上の大きさの欠陥が検出されている場
合には、前記出力装置から検査装置異常であることを知らせる警報を出力させ、該切り分
けサイズ以上の大きさの欠陥が検出されていない場合には、未だ欠陥検出処理が行われて
いない範囲について欠陥検出処理を行う欠陥検査装置。
【００７１】
　（付記２）
　ウエハ１枚あたり、欠陥情報を蓄積することができる欠陥の数の上限値である蓄積可能
数を記憶する蓄積可能数記憶部をさらに有し、
　前記制御装置は、
　欠陥検出処理の対象となった範囲の広さと、前記蓄積可能数記憶部に記憶されている蓄
積可能数とに基づいて、欠陥検出処理の対象となった範囲内で検出された欠陥のうち、欠
陥情報を蓄積すべき欠陥の数の上限値である抽出上限数を算出し、
　検出された欠陥の数が前記抽出上限数を超えている場合には、欠陥検出処理の対象とな
った範囲内で検出された欠陥から、前記抽出上限数分の欠陥を抽出し、抽出された欠陥の
情報を前記欠陥情報記憶部に記憶させ、抽出されなかった欠陥の情報を廃棄する付記１に
記載の欠陥検査装置。
【００７２】
　（付記３）
　検査対象であるウエハの表面が、優先度の異なる複数の領域に区分されており、
　ウエハ表面内の位置と優先度とを対応付ける優先度位置情報を記憶する優先度位置情報
記憶部をさらに有し、
　前記制御装置は、
　検出された欠陥から、抽出上限数分の欠陥を抽出する際に、検出された欠陥の位置に対
応付けられている優先度に基づいて、欠陥を抽出する付記２に記載の欠陥検査装置。
【００７３】
　（付記４）
　相対的にパターン密度の密な領域が疎な領域よりも、前記優先度が高くなるように、優
先度の異なる複数の領域に区分されており、
　前記制御装置は、相対的に優先度の高い領域内で検出された欠陥から抽出する確率が、
優先度の低い領域内で検出された欠陥から抽出する確率よりも高くなるように、欠陥を抽
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出する付記３に記載の欠陥検査装置。
【００７４】
　（付記５）
　前記制御装置は、
　抽出された欠陥の欠陥情報に基づいて、クラスタ欠陥の有無を判定し、
　クラスタ欠陥があると判定された場合には、クラスタ欠陥の面積及び位置に基づいて、
ウエハの裏面検査、ウエハの周辺無効領域の検査、またはベベル検査を実行する指示を、
前記出力装置に出力する付記２乃至４のいずれか１項に記載の欠陥検査装置。
【００７５】
　（付記６）
　ウエハ表面内の欠陥を検出する工程と、
　欠陥検出を行うべき全域について欠陥検出処理が完了する前に、一部の範囲で検出され
た欠陥の各々について、当該欠陥のサイズに基づいて、プロセスに起因する欠陥か、プロ
セスに起因しない疑似欠陥かを切り分ける工程と、
　検出された欠陥に、前記疑似欠陥と判定されたものがある場合には、欠陥検出処理を停
止させる工程と、
　検出された欠陥に、前記疑似欠陥と判定されたものが無い場合には、欠陥検出処理が行
われていない範囲について、ウエハ表面内の欠陥を検出する前記工程を繰り返す工程と
を有する欠陥検査方法。
【００７６】
　（付記７）
　半導体ウエハの表面に、電子回路パターンを形成する工程と、
　前記電子回路パターンが形成された半導体ウエハの表面内の欠陥を検出する工程と、
　欠陥検出を行うべき全域について欠陥検出処理が完了する前に、一部の範囲で検出され
た欠陥の各々について、当該欠陥のサイズに基づいて、プロセスに起因する欠陥か、プロ
セスに起因しない疑似欠陥かを切り分ける工程と、
　検出された欠陥に、前記疑似欠陥と判定されたものがある場合には、欠陥検出処理を停
止させる工程と、
　検出された欠陥に、前記疑似欠陥と判定されたものが無い場合には、欠陥検出処理が行
われていない範囲について、ウエハ表面内の欠陥を検出する前記工程を繰り返す工程と
を有する半導体装置の製造方法。
【００７７】
　（付記８）
　検査対象であるウエハの表面において、欠陥検出処理を中断する位置情報を記憶する検
査中断位置情報記憶部と、
　検査対象であるウエハの表面の画像データを取得する画像データ取得装置と、
　検出された複数の欠陥の情報を記憶する欠陥情報記憶部と、
　検査結果を出力する出力装置と、
　処理装置と
を有し、
　前記処理装置は、
　前記検査中断位置情報記憶部に記憶されている位置情報で規定される中断位置まで、前
記画像データ取得装置で画像データを取得し、
　取得された前記画像データに基づいて、ウエハ表面上の欠陥を検出し、
　検出された欠陥の情報を、前記欠陥情報記憶部に記憶させ、
　検出された欠陥を、プロセスに起因する欠陥と、プロセスに起因しない疑似欠陥とに分
類し、分類結果に基づいて、前記中断位置よりも後方の領域の欠陥の検出処理を再開する
か否かを判定する欠陥検査装置。
【００７８】
　（付記９）
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　検査対象であるウエハの表面の光学像を取得する光学顕微鏡を、さらに有し、
　前記処理装置は、検出された欠陥の位置情報に基づいて、前記光学顕微鏡により欠陥検
出位置の光学像を取得し、
　取得された光学像に基づいて、プロセスに起因する欠陥と、プロセスに起因しない疑似
欠陥とに分類する付記８に記載の欠陥検査装置。
【００７９】
　（付記１０）
　疑似欠陥率の判定基準値を記憶する疑似欠陥率判定基準値記憶部を、さらに有し、
　前記処理装置は、検出された欠陥の総個数に対する疑似欠陥の個数の割合を、前記疑似
欠陥率判定基準値記憶部に記憶された判定基準値と比較し、比較結果に基づいて、前記中
断位置より後方の領域の欠陥の検出処理を再開するか否かを判定する付記８または９に記
載の欠陥検査装置。
【００８０】
　（付記１１）
　検査対象であるウエハの表面に、前記画像データを取得する単位とある複数の欠陥検出
区画が画定されており、
　前記処理装置は、
　検出された欠陥の総個数に対する疑似欠陥の個数の割合を、前記疑似欠陥率判定基準値
記憶部に記憶された判定基準値と比較し、疑似欠陥の割合が前記判定基準値以上であった
場合に、前記欠陥検出区画ごとの疑似欠陥の割合を求め、疑似欠陥の割合が判定基準値以
上の欠陥検出区画がクラスタ状に分布する場合に、前記出力装置から警報を出力する付記
１０に記載の欠陥検査装置。
【００８１】
　（付記１２）
　前記処理装置は、
　疑似欠陥の割合が判定基準値以上の欠陥検出区画がクラスタ状に分布しない場合に、欠
陥検出条件を修正して、前記中断位置までの領域の欠陥の検出処理を再実行する付記１１
に記載の欠陥検出装置。
【００８２】
　（付記１３）
　ウエハ表面内の中断位置までの領域の欠陥を検出する工程と、
　前記中断位置までに検出された欠陥の位置の光学画像に基づいて、検出された欠陥を、
プロセス起因の欠陥と、プロセスに起因しない疑似欠陥とに分類する工程と、
　前記中断位置までに検出された欠陥の総数に対する前記疑似欠陥の数の割合を、判定基
準値と比較し、比較結果に基づいて、前記中断位置よりも後方の領域の欠陥の検出処理を
再開するか否かを決定する工程と
を有する欠陥検査方法。
【００８３】
　（付記１４）
　半導体ウエハの表面に、電子回路パターンを形成する工程と、
　前記電子回路パターンが形成された前記半導体ウエハの表面内の中断位置までの領域の
欠陥を検出する工程と、
　前記中断位置までに検出された欠陥の位置の光学画像に基づいて、検出された欠陥を、
プロセス起因の欠陥と、プロセスに起因しない疑似欠陥とに分類する工程と、
　前記中断位置までに検出された欠陥の総数に対する前記疑似欠陥の数の割合を、判定基
準値と比較し、比較結果に基づいて、前記中断位置よりも後方の領域の欠陥の検出処理を
再開するか否かを決定する工程と
を有する半導体装置の製造方法。
【図面の簡単な説明】
【００８４】
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【図１】実施例１による欠陥検査装置のブロック図である。
【図２】（２Ａ）は、検査対象の半導体ウエハの平面図であり、（２Ｂ）は、半導体ウエ
ハに形成された電子回路パターンの一例を示す平面図である。
【図３】欠陥検出区画内のレイアウトを示す図である。
【図４】検査準備段階のフローチャートである。
【図５】実施例１による欠陥検査方法のフローチャートである。
【図６】検出された欠陥をサイズで分類したヒストグラムである。
【図７】実施例１による欠陥検査方法のステップＳＢ４の詳細なフローチャートである。
【図８】実施例１による欠陥検査方法のステップＳＢ７の詳細なフローチャートである。
【図９】（９Ａ）は、欠陥の分布の一例を示す半導体ウエハの平面図であり、（９Ｂ）は
、ウエハ裏面を示す図である。
【図１０】（１０Ａ）は、欠陥の分布の一例を示す半導体ウエハの平面図であり、（１０
Ｂ）は、ウエハの縁近傍の断面図である。
【図１１】実施例２による欠陥検査装置のブロック図である。
【図１２】実施例２の検査対象である半導体ウエハの平面図である。
【図１３】実施例２による欠陥検査方法のフローチャートである。
【符号の説明】
【００８５】
１０　入力装置
１１　出力装置
１２　画像データ取得装置
１３　処理装置
１４　記憶装置
１５　検査レシピ記憶部
１６　欠陥情報蓄積可能数記憶部
１７　欠陥情報蓄積部
１８　欠陥抽出上限数記憶部
１９　優先度位置情報記憶部
２０　重み付け情報記憶部
２１　切り分けサイズ記憶部
２２　クラスタ欠陥面積しきい値記憶部
２３　検査中断位置情報記憶部
２４　疑似欠陥率判定基準値記憶部
２５　光学顕微鏡
３０　半導体ウエハ
３１　欠陥検出区画
３２　ワード線
３５　メモリセル領域
３８　ロジック回路領域
４０　クラスタ欠陥
４１　クラスタ欠陥対応部位
４５　クラスタ欠陥
５０　ベベル領域
５１　周辺非使用領域
５２　有効領域
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【図７】 【図８】
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【図１１】 【図１２】

【図１３】
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【図９】
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【図１０】
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